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No atual estado de desenvolvimento dos circuitos eletrénicos integrados existe uma constante busca por
miniaturizacdo dos dispositivos que tem como objetivo final a construcdo de circuitos cada vez menores, mais
rapidos, com mais funcdes e com menor consumo de energia. Para alcancar todos estes objetivos é preciso um
trabalho conjunto de varias areas de pesquisa como fisica, quimica, ciéncia dos materiais, engenharia elétrica e
informatica. A fisica se encarrega de desenvolver novos processos ou métodos que possibilitam a construgdo de
dispositivos de dimensdes micro ou até mesmo nanométricas. Dentre os varios processos utilizados se destacam a
implantacdo ibnica e os tratamentos térmicos. Neste trabalho, a implantacdo foi usada para gerar jungdes rasas para
serem utilizadas em transistores MOSFET, que séo as células fundamentais dos atuais circuitos de alto desempenho.
O passo seguinte a implantacdo é o tratamento térmico, que devem realizar duas fun¢des muito importantes: ativar os
dopantes e manter o perfil da implantagdo, isto é, ndo deve ocorrer difusdo de dopantes. Para a realizacdo do
experimento foram fabricados dispositivos conhecidos como Van der Pauw tanto em Si como em SIMOX. Sobre
estes dispositivos foram feitas implantacdes de As (60 keV/ 2e15 cm™) e diferentes tratamentos térmicos para
comparacdo. Em seguida foram realizadas medidas das caracteristicas elétricas dos materiais. Os resultados obtidos
foram bastante satisfatorios, especialmente para os experimentos realizados sobre o substrato SIMOX.
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